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摘要(译)

本发明提供一种能以低成本制造且空穴注入效率高的电极、并简单地制
造这种电极的电极形成方法、可靠性高的薄膜晶体管、使用这种薄膜晶
体管的电子电路、有机电致发光元件、显示装置和电子仪器。本发明的
薄膜晶体管是顶部栅型薄膜晶体管，其结构中具有互相分离设置的源电
极(20a)和漏电极(20b)，位于源电极(20a)和漏电极(20b)之间的有机半导
体层(30)，和位于有机半导体层(30)和栅电极(50)之间的栅绝缘层(40)，
并进一步搭载在基板(10)上。源电极(20a)和漏电极(20b)分别由基底电极
层(21)和表面电极层(22)构成的。表面电极层(22)含有包含Cu、Ni、
Co、Ag中至少一种元素的氧化物。
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